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Hintereinanderausführung ist dabei der Dreispiegelungssatz die
wichtigste Aussage. Innerhalb der synthetischen Geometrie hat sich
gezeigt, dass der Dreispiegelungssatz bis auf eine
Reichhaltigkeitsforderung als Axiom genommen alleine ausreicht, um
alle ebenen metrischen Geometrien über einem kommutativen Körper
zu begründen. Obgleich diese Erkenntnis schon vor fünfzig Jahre
gewonnen wurde, ist sie heute immer noch hochaktuell.  Das Buch
wendet sich an interessierte Mathematiker und Mathematikerinnen
sowie Studierende der Mathematik. Insbesondere ist es geeignet für
Lehrende und Studierende des Lehramts an Gymnasien als
mathematischer Hintergrund der Abbildungsgeometrie wie sie im
Geometrieunterricht in der Sekundarstufe I und in der Vektorgeometrie
der Sekundarstufe II vorkommt.
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This is the first book dedicated to the next generation of MOSFET
models. Addressed to circuit designers with an in-depth treatment that
appeals to device specialists, the book presents a fresh view of
compact modeling, having completely abandoned the regional
modeling approach. Both an overview of the basic physics theory
required to build compact MOSFET models and a unified treatment of
inversion-charge and surface-potential models are provided. The
needs of digital, analog and RF designers as regards the availability of
simple equations for circuit designs are taken into account. Compact ex


